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１．概要（Summary） 

ICP-RIEを用いた塩素ガスによるエッチング時の後洗

浄方法を検討した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 ICPエッチング装置 

【実験方法】 

被エッチング対象膜を成膜したウェハに、ハードマスク

となるプラズマ TEOS膜を成膜し、フォトリソ及び RIEに

て TEOS膜をパターニングし、レジストを除去した。 

このウェハに対し、ICP-RIEを用いて以下の条件でエ

ッチングした。 

 ガス：Cl2 4sccm 

 圧力：0.25Pa 

 上部 RF：70W 

 下部 RF：20W 

このエッチング済みウェハに対し、SPM、APM、HPM、

DHF洗浄を施し、エッチング面を AFMにて測定した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

洗浄前の測定結果を Fig.1に、洗浄後の結果を Fig.2

に示す。測定結果より、洗浄前はエッチ面・非エッチ面共

に異物が付着し、特にエッチ端に大量の異物が付着して

おり、数十 nm隆起していることが分かる。 

これに対し、洗浄後の測定ではこれらの異物がすべて

除去され、被エッチング膜成膜直後のフラットな面が得ら

れた。 

この結果から、ICP-RIEを用いたCl2ガスによるエッチ

ングを行った際は、各種洗浄にて異物の除去工程を実施

する必要があることが分かった。 

 

Fig.1 Before cleaning. 

 

 

Fig.2 After cleaning. 
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